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DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

eResistencias. Condensadores. Bobinas Asociacion de componentes
pasivos Diodos Transistores
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COMPONENTESI ELECTRONICOS

l

\ 4

Componentes pasivos

\ 4

Se fabrican con carbon,
acero, cobre.

Resistencias.
Condensadores
Bobinas

v

Componentes semiconductores

\ 4

Se fabrican con materiales especificos
como: selenio, germanio y silicio.

Diodos.
Transistores.
Circuitos integrados



PROBLEMAS |

Para aplicar la formula del calculo de la resistencia de un conductor:

Donde:

La resistividad p se expresaen Q. m
La longitud | se expresa en m.

La seccién en m?.

V = diferencia de potencial en voltios (V)
| = Intensidad en amperios (A)
R = resistencia en ohmios (Q).

VisV,mV,mV,
VimVy+Vo+Vy lp= g+l +13

|'|'=|1=-"|2=‘|3 1 1+1+
Rr=R;+Ry+Ry R R




Funcion

CONDENSADORES () |

» Almacenar carga eléctrica para suministrarla en un

Valor

Unidades

momento determinado.

La capacidad C de un condensador depende de la
superficie de las armaduras, de la distancia que las
separa y de la naturaleza del diélectrico.

C=e.S/d donde:
e = constante dieléctrica
d = distancia antre armaduras

> S = superfifice armaduras

C=Q/V donde:
Q = carga eléctrica que puede
almacenar
V = diferencia de potencial

faradio (F)
Submultiplos:

> uF = microfaradio (1.10° F).
n = nanofaradio(1.10° F).
p = picofaradio (1.10*? F).
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Conexionado » ENn serie con una resistencia y una fuente
de tension continua

Funcionamiento >

Periodo transitorio ' Periodo estaclonario

Tipos de condensadores (banco de imagenes CNICE)

Condensador eléctrico (Wikipedia)



http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php?expresion=%22condensador%22&zona=mat&nivel1=94
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)

# Cerdmicos
# De plastico
m De papel
® Demica
® De sulfuro
de polifenileno

Electroliticos:
® De aluminio
m De tantalio

W De ajuste interno

o trimmers (de presién,
de disco, de placas

o tubulares/cilindricos)
m De sintonia o ajuste
permanente

Los mds utilizados en la actualidad son los de plastico

y los ceramicos. Con los de plastico se pueden conseguir capacidades
relativamente elevadas (entre 2 pF y 10 juF), con tensiones maximas
de entre 30V'y 1000 V. Los cerdmicos son los que mds se acercan al
condensador ideal. Soportan poca tension y su capacidad oscila entre
varios pF y 220 nF. Tienen forma tubular, paralelepipeda o de disco.

Estan constituidos por dos laminas de aluminio arrollado separadas
por un papel absorbente impregnado de un electrolito, es decir,

un liquido conductor de la corriente eléctrica. El dieléctrico

lo constituye la fina pelicula de 6xido de aluminio que se forma sobre
la armadura positiva. Con ellos se consiguen capacidades elevadas
en un volumen reducido (entre 1 j.F y varios miles de microfaradios),
No se pueden conectar a la CA.

Para variar la capacidad, se recurre a tres procedimientos: cambiar
la superficie de enfrentamiento de las armaduras, la separacion
entre armaduras o el dieléctrico. Los de uso mds habitual disponen
de placas rigidas con dieléctrico de aire, papel, mica o plastico;
mediante un dispositivo giratorio, es posible desplazar unas

con respecto a las otras, variando con ello su capacidad.



Funcioén

Valor

Funcionamiento —m

BOBINAS

Bobina variable.

Almacenar energia eléctrica de forma

» magnética para cederla en un momento
determinado.

La autoinduccion L de una bobina depende
del numero de espiras que forman el
arrollamiento (N), del flujo magnético que la
atraviesa (®) y de la intensidad de corriente
que la recorre ().

—

L=N.O/I

henrio (H)
Submultiplos:
mH = milihenrio (1.103 H)
uH = microhenrio (1.10° H).

Unidades —

Intensidad

Tension en bornes

Periodo transitorio ' Periodo estaclonarlo




serie

\4

paralelo

\ 4

serie

\4

paralelo

\4

Las bobinas interaccionan entre ellas generando inducciones parasitas.
Solo se asocian cuando interesa aprovechar este fenomeno.




COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES PASIVOS DESCRITOS ‘

Componente Periodo transitorio Periodo estacionario

Resistencia No se distinguen diferencias entre ambos periodos.

Condensador Permite un crecimiento Alcanza la tension de la fuente a
progresivo de su tension entre | la que estaba conectado
bornes

Bobina Permite un crecimiento Alcanza la intensidad maxima

progresivo de la intensidad a
través de ella.

permitida por laresistenciay la

fuente.



DIODOS
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Funcién » Actua como un componente unidireccional, e
deja pasar la corriente s6lo en un sentido

Esta formado por la union de dos cristales semiconductores
uno de tipo N, llamado catodo, y otro de tipo P, llamado
anodo.

Composicion ———

zonaP  zonaZ zonaN zonaP zonaZ zonaN

ooo B )
Oco fjj eee | catodo
.l = )

Polarizacion =

VD
Polarizacién directa de un diodo. Polarizacién inversa de un diodo.



http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor

TRANSISTORES

El transistor es un dispositivo electrénico semiconductor que
puede funcionar, bien como interruptor, bien como amplificador
de una sefal eléctrica de entrada.

Funcion =—»

- Se clasifican en dos grandes grupos:
Clasificacion > Bipolares: NPN y PNP
Unipolares: o de efecto campo

Colector C

B I p O | ar eS O huecos L] ;Iectrones libres Transistor NPN

emisor (E) colector (C)
| base (B)

_, Transistor NPN y su simbolo,
Formados por la union

Emisor E

zona Z, zonaZ,

de tres cristales i J e
semiconductores. ol |

Colector C

=3 Base B
O huecos @ electrones libres

emisor (E) colector (C)
Transistor PNP

Emisor E
base (B)

Transistor PNP y su simbolo.



http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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Principio de funcionamiento del transistor bipolar
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Principio de funcionamiento del transistor bipolar
Transistor NPN
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TRANSISTORES (I1)

Efecto campo

l

Estan formados por un sustrato de material semiconductor

sobre el que se funden dos islas de material semiconductor de

diferente dopado.

Drenador D

Surtidor S

Drenador D

i

Surtidor S



CIRCUITOS INTEGRADOS ‘

En un Unico soporte fisico, generalmente
de silicio, se integran diferentes
componentes individuales, pasivos y/o
semiconductores, que constituyen en
conjunto un sistema electronico.

chip conexioén del chip

funda de con la patilla

plastico

ranura

punto de
referencia patilla metélica

Los hay de dos tipos:

De caracter general: se pueden utilizar en
multitud de aplicaciones. La denominacion
de los circuitos se corresponde con un
prototipo aceptado por los fabricantes.

Especifico: se encargan a medida para cada
aplicacion concreta. Su denominacion
responde a codigos propios del cliente que
los solicita.



SEeguneapane

Conceptos basicos:

. Ganancia.
. Realimentacion.



- El estudio de redes eléctricas basadas en circuitos electronicos permite encontrar
relaciones entre las distintas magnitudes (tensiones, intensidades, potencias, etc.)

- Para el andlisis de los componentes pasivos, ya sea de forma aislada o dentro
de un circuito. Basta aplicar las formulas que los relacionan.

Para el analisis de los componentes semiconductores, es necesario buscar un
modelo que nos permita predecir el comportamiento del circuito.

Por este motivo, la mayoria de los circuitos se suelen representar por un cuadripolo. Es
decir, un elemento que dispone de dos conexiones de entrada y dos de salida

Entrada




GANANCIA

Ganancia: relacion entre la sefial de entrada y la senal de salida.

Ganancia =

Sefnal de salida

Senal de entrada

Es una magnitud adimensional. Sin embargo, se expresa en decibelios (dB)

Ganancia de tension

La ganancia de tension Gv es el co-
ciente entre la tension de salida del
componente (V,) y la tension de en-
trada a éste (V,).

Su expresion en decibelios es:

Gvgg = 20-log Gv

Ganancia de intensidad

La ganancia de intensidad Gl es el
cociente entre la intensidad de sali-
da del componente (lg) y la intensi-
dad de entrada a éste (l,).
) ll
le
Su expresion en decibelios es:
Gigg = 20 log Gi

Ganancia de potencia

La potencia es el producto de tension
por intensidad. La ganancia de poten-
cia Gp es el cociente entre el valor de
salida (Pg) y el de entrada (Pg).

Ps

Gp =
P P,

Su expresion en decibelios es:

Gpgs = 10-log Gp



REALIMENTACION

v

Para qué

En qué consiste ———

Para evitar que, al disponer varios semiconductores
conectados adecuadamente, la respuesta con la
frecuencia no sea la mas adecuada y el sistema se

desestabilice.

En tomar un parte de la
sefial de salida de un
componente e introducirla
de nuevo a su entrada.




GRACIAS POR SU ATENCION
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